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1 Podstawyformalne recenzji

Niniejsza recenzja zostata przygotowana w postepowaniu habilitacyjnym dr. inz. Piotra
Kowalika na zlecenie Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki
Slaskiej (RDAEIE PS). W stosownym pi$mie (sygn. RD/AEE/42/2020/2021 z dnia 22 grudnia
2020 r.) Przewodniczaca RDAEIE PS prof. Monika Kwoka informuje, ze postepowanie o nadanie
stopnia jest prowadzone w trybie okreslonym na podstawie art. 219 ustawy z dnia 20 lipca 2018 .
- Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce. Natomiast w swym wniosku Aplikujacy wskazuje
,»0siagniecie wynikajgce z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”. Postepowanie zostato wszczete
w dniu 4 maja 2020 r., zatem powinno by¢ ono prowadzone zgodnie z przepisami okre$lonymi
w pismie Przewodniczacej RDAEIE PS. Niniejsza recenzja zostata przygotowana na podstawie
tych przepisow tzn. na podstawie art. 219 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z p6zn. zm.). Zgodnie z ww. przepisem stopien
doktora habilitowanego nadaje sie osobie, ktéra m.in. posiada w swym dorobku osiggniecia
naukowe (...), w tym co najmniej 1 monografie naukows (...) lub 1cykl publikacji, spetniajacych
wymagania formalne okre$lone w art. 219 ust. 1pkt 2 lit. a, b.

W swym wniosku Aplikujgcy jako osiggniecie naukowe wskazuje monografie pt.

»,Zastosowanie warstw opartych na stopie Ni-P w technologii rezystoréw warstwowych
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i fotowoltaice”. Ukazata sie ona przed wejSciem w zycie ustawy, na podstawie ktdrej toczy sie
postepowanie, zatem jej formalng zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami nalezy oceniac
z uwzglednieniem art. 179 ust. 6 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajgce
ustawe - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z pézn. zm.), ktory
odnosi sie do tego typu sytuacji. Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
w sprawie wykazu wydawnictw publikujgcych recenzowane monografie naukowe z dnia
17 grudnia 2019 r. Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, ktore wydato rzeczona publikacije, jest
ujete w wykazie sporzgdzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2
lit. a, przed dniem ogtoszenia tego wykazu: Ip. 386, nr wydawnictwa 48600. Zatem nalezy uznac,
ze przedstawione osiggniecie naukowe spetnia wymagania formalne okre$lone w ustawie i moze
podlegaé¢ ocenie merytorycznej. Habilitant jest samodzielnym autorem ww. osiggniecia, zatem
w tym przypadku art. 219 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce nie ma
zastosowania.
Ocena zostata przeprowadzona na podstawie dokumentacji dotyczacej wniosku
i zawierajacej:
- autoreferat przedstawiajgcy opis dorobku i osiggnie¢ naukowych w jezyku polskim
i angielskim,
- monografie autorstwa Piotra Kowalika pt. ,,Zastosowanie warstw opartych na stopie Ni-P
w technologii rezystoréw warstwowych i fotowoltaice”,
- wykaz opublikowanych prac naukowych lub tworczych prac zawodowych oraz informacje
0 osiggnieciach dydaktycznych, wspdtpracy naukowej i popularyzacji nauki,
- oSwiadczenia wspotautoréw publikacji naukowych.
Dokumentacja nie zostatla przygotowana zgodnie z aktualnymi zaleceniami RDN, lecz

w formie adekwatnej do nieobowigzujgcych juz przepisow.

2. Ogolne informacje o Habilitancie

Dr inz. Piotr Kowalik ukoriczyt w 1996 r. studia magisterskie na Wydziale Automatyki,
Elektroniki i Informatyki Politechniki Slaskiej. Stopien doktora nauk technicznych w dyscyplinie
elektronika uzyskat na ww. Wydziale w 2001 r. na podstawie rozprawy doktorskiej ,, Wytwarzanie
i badanie wtasciwosci elektrofizycznych cienkich hybrydowych warstw rezystywnych NiCr+NiP”,

przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Stawomira KohAczaka. Od 1996 r. jest zatrudniony



w Instytucie Elektroniki, na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Slaskiej,
najpierw na stanowisku asystenta, a od 2001 r. na stanowisku adiunkta. Habilitant zajmuje sie
badaniami dotyczagcymi optymalizacji technologii wytwarzania warstw opartych na amorficznym
stopie Ni-P w aspekcie ich zastosowania do wytwarzania rezystorow warstwowych oraz struktur
fotowoltaicznych. Badania te byly przez Niego prowadzone w Zespole Mikroelektroniki
i Nanotechnologii Instytutu Elektroniki Politechniki Slaskiej przez ponad 20 lat. Kandydat nie

ubiegat sie uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

3. Ocena osiggniecia naukowego - monografii pt. ,, Zastosowanie warstw opartych na stopie Ni-
P w technologii rezystorow warstwowych ifotowoltaice ” (w kontek$cie wymagan okreslonych
w art. 219 ust. 1pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce)

Monografia pt. ,,Zastosowanie warstw opartych na stopie Ni-P w technologii rezystorow
warstwowych i fotowoltaice”, ktérej samodzielnym autorem jest Piotr Kowalik, jest wskazana
przez Niego jako osiggniecie naukowe ,bedace podsumowaniem prac Autora”, na podstawie
ktorego ubiega sie On o stopien doktora habilitowanego. Monografia zostata wydana
w wydawnictwie lokalnym. W opublikowanym w dniu 17 grudnia 2019 r. ,,Komunikacie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie wykazu wydawnictw publikujacych recenzowane
monografie naukowe” tego typu publikacja zostata zaliczona do Poziomu | i ma wartos¢ punktowa
80, co odpowiada publikacji w czasopisSmie o Srednim wspdétczynniku wptywu. Opracowanie liczy
143 strony i zostato przygotowane w jezyku polskim, co w jeszcze wiekszym stopniu ogranicza
jego zasieg i wptyw na rozwdj dyscypliny.

Tematyka rozprawy jest raczej niszowa i z pewnoscig nie znajduje sie w gtdwnym nurcie
rozwoju przyrzaddéw itechnologii elektronicznych. Wyszukiwarka publikacji naukowych Google
Scholar, w odpowiedzi na zapytanie ,Ni-P resistors” (bez ograniczenia czasowego) podaje
zaledwie 25 pozycji, a na zapytanie ,,Ni-P resistive layers” - 18 odpowiedzi, z ktérych wiekszos¢
to prace powstate w Polsce, w szczegolnosci w zespole, do ktérego nalezy Autor. O malej
aktualnosci tematyki $wiadczy takze wstep do monografii, w ktorym Autor - wyjasniajac
»motywacje podjecia tematu” - cytuje zaledwie 11 prac, w wiekszosci sprzed dwdch dziesiecioleci.
Wyjatkiem sg tu 3 prace z lat 2012-2013, w ktérych wykorzystano metalizacje ze stopu Ni
w ogniwach stonecznych. W rozdziale 1., oprdécz wspomnianej wyzej ,,motywacji”, okreslono

wjego tytule takze ,cel i zakres prac”. Takie sformutowanie, stosowne dla publikacji typu



»research”, jest mato uzasadnione dla opracowania typu monograficznego, ktore ze swej istoty
powinno koncentrowac sie na szerokiej prezentacji zagadnienia, ktéremu jest poSwiecone.

W rozprawie analizowane jest zastosowanie stopéw Ni-P jako rezystywnych materiatow
przewodzacych. Niestety, ta cecha materiatu nie zostata wystarczajgco oméwiona. Ograniczono
sie do stwierdzenia, ze jest to materiat amorficzny, ktory jest ,wyjatkowo trudnym obiektem
badawczym”. Nie przedstawiono podstawowych mechanizméw, okreslajgcych transport
elektroniczny w tego typu materiatach, ktére pozwolityby lepiej rozumiec/ interpretowac
obserwowane zalezno$ci eksperymentalne. Stop Ni-P nalezy do materiatow okre$lanych jako
»Szkta metaliczne” (metallic glasses), dla ktérych mechanizmy rozpraszania elektronéw zostaty
opisane. W szczegolnosci w pracy Carini i in. [Phys. Rev. B (1983) 27, 7589], ktora bezposrednio
odnosi sie do stopu Ni-P. Niedosyt budzi tez mata, zaledwie 2,5-stronicowa, objeto$¢ rozdziatu 1.,
ktory petni role wstepu.

Rozdziat 2., zatytutowany ,Rezystor - podstawowe pojecia i wymagania techniczne”,
przytacza wiedze o rezystorach na poziomie Poradnika Inzyniera. Autor cytuje w nim 12 prac,
z ktorych 10 ukazato sie w latach 1950-1970. Mozna uznaé, ze przytoczenie pewnych pojec,
definicji jest uzasadnione lekturg dalszej cze$ci monografii. Jednak znaczna cze$¢ dostarczonych
informaciji, jak np. te dotyczace efektow naskdrkowosci, schematéw zastepczych w zakresie w.cz.,
w tym wzoréw (2.14)-(2.19), szuméw i innych, jest niepotrzebna, gdyz nie ma do nich odniesienia
w dalszych rozdziatach monografii. Mankamentami tego rozdziatu sg takze: (i) btedy we wzorze
(2.16); (ii) potoczne okresleniajak np. ,,rezystor niezalezny od czestotliwosci” (str. 29), ,,szczytowe
napiecie” (str. 32), ,,TWR pogarsza sie” (str. 51); (iii) niekonsekwentne nazewnictwo np. ,,wielkich
czestotliwosci” (str. 29) lub ,,wysokich czestotliwosci” (str. 31). Ta potocznos$¢ i brak precyzji
okreslen powtarza sie licznie w dalszych czeSciach monografii, co razi w opracowaniu, ktdre
pretenduje do rangi monografii habilitacyjnej. Nie bede jednak wracat do tej strony opracowania,
koncentrujac sie na zawartosci merytorycznej.

W rozdziale 3. omoOwione zostato ,wytwarzanie rezystorow warstwowych z warstw
rezystywnych”. W pierwszej kolejnosci, w podrozdziale 3.1, opisano procesy chemiczne
zachodzace w czasie wytwarzania warstw. Jak pisze Autor, procesy te zostaty opisane wiele lat
temu, réwniez w kilku monografiach. W tym zakresie Habilitant nie posiada osiggniec,
z wyjatkiem - jak pisze - ,zaproponowania metody impulsowej jako szybkiego systemu

stabilizacji stopu”. Powotuje sie przy tym na wiasng wspotautorska prace, ktora ukazata sie w 2008



r. w czasopiSmie Elektronika. Pomijajac to, ze ww. metoda jest ogdlnie znanym sposobem
przyspieszonego starzenia materiatow niejednorodnych, oryginalnos¢ wskazanego przez Autora
osiggniecia podwaza rdwniez fakt, ze metoda impulsowa zostata skutecznie zastosowana
do okreslenia stabilno$ci termicznej rezystorow Ni-P juz okoto 10 lat wczesniej przez Osake i in.,
co zostato opisane w pracy ,,Pulse Heating Method for Investigation of Electroless Ni-P Alloy Film
Resistors” [J. Electrochemical Soc. (1989) 136, 748].

W podrozdziale 3.2 rozwazany jest ,,wptyw parametréw procesu technologicznego (...) na
rezystancje i temperaturowe wspotczynniki (TWR) rezystora testowego z warstwg rezystywng
osadzong na podtozu alundowyirf. Przedstawione w nim tresci sa zawezone do tego szczeg6lnego
przypadku, co pozbawia je wiekszej ogo6lnosci, jaki powinien charakteryzowac opracowanie typu
monograficznego. Sa one raczej raportem z badan, w ktérych Autor brat udziat. Ich wartoscig jest
ilosciowe okreslenie zaleznosci pomiedzy réznymi parametrami procesu technologicznego
a rezystancjg warstw ijej temperaturowym wspdtczynnikiem, co moze by¢ wykorzystane przy ich
wytwarzaniu. Z przedstawionych we wniosku informacji nie wynika jednak, aby wyniki prac
Autora zostaty wykorzystane w praktyce. Zapewne udziat Autora w tych pracach jest znaczny,
jednak we wskazanym przez Niego osiggnieciu naukowym ocenie podlega recenzowana
monografia. W tym konteks$cie trudno jest wskaza¢ na elementy, ktére czynityby przekaz
podrozdziatu 3.2 zasadniczo r6znym od tego prezentowanego w cytowanych pracach, tak aby
mozna go uzna¢ za oryginalne i tworcze przedstawienie zagadnienia. Ponadto podrozdziat ten
zawiera szereg dyskwalifikujgcych go bledéw/ niescistosci. Niekiedy widoczny jest takze brak
ciggtosci wywodu, uzasadnienia dla podawanych informacji lub adekwatnych odsytaczy
do literatury. W szczegdlnosci:

* Na stronie 57, na podstawie wynikéw przedstawionych na rys. 3.7, Autor konkluduje,
ze warto$¢ pH = 2,0 jest optymalna dla minimalizacji TWR. Rzeczywiscie, dla tej
wartosci pH wspotczynnik TWR osigga warto$¢ najmniejsza (w przyblizeniu -15 ppm/K)
w sensie liczby ze znakiem. Kryterium minimalizacji wartosci TWR nalezy jednak
rozumie¢ jako minimalizacje jego wartosci bezwzglednej. Dla badanego zjawiska
oznacza to, ze optymalne sg wartosci pH - 1,7 )ub 2,7, dla ktérych wartosci TWR sg
najblizsze zeru. Ten biad jest konsekwentnie popetniany w kolejnych analizach:

- zaleznosci wspotczynnika TWR od zawartosci fosforu (rys. 3.9);



- zaleznosci wspotczynnika TWR od stezenia substratéw (tab. 3.3) - dla wartosci ¢ =
83,7 g/m3,,optymalna” wg Autora warto$¢ TWR ~ -17 + -19, podczas gdy dla stezenia
c=25g/m3TWR = - 6 ppm/K!

Nalezy zauwazy¢, ze popeiniony btad ma powazne konsekwencje. Dalsze analizy/

badania prowadzone sg bowiem dla wadliwie okre$lonej wartosci kwasowosci roztworu

(pH), co rodzi watpliwosci co do przydatnosci tych badan.

» Podane na rysunkach i w tabelach wartosci sa niespdjne. Na przyktad wartos¢ rezystancji
na kwadrat dla stezenia ¢ =25 g/m3 pH = 2,0 i czasu metalizacji 60 min. - podane na
rysunku 3.6 - to okoto 1,8 £1/0, podczas gdy w tabeli 3.3 warto$¢ ta jest rowna 0,8 fi/n.
Innym przyktadem sg dane na rys. 3.7, 3.8 i1 3.9. Z rys. 3.7 wynika, ze w zakresie 1,9 <
pH < 2,1 wspdtczynnik TWRjest ujemny i miesci sie w zakresie -10 + -15 ppm/K. Z rys.
3.8 wynika, ze w ww. zakresie zmian pH koncentracja fosforu zmienia sie od okoto 21%
do 18%. Za$ z rys. 3.9 wynika, ze takim zmianom koncentracji fosforu odpowiadajg
zmiany TWR w zakresie od -20 ppm/K az do +100 ppm/K!

» Nie wyjasniono/ uzasadniono, dlaczego:

a) proces metalizacji prowadzono (powinien by¢ prowadzony) w temperaturze wrzenia
roztworu technologicznego tj. 373 K;

b) badania prowadzono dla rébwnych wartosci stezeh obu substratdw - opracowanie
monograficzne powinno zawiera¢ takie uzasadnienie oraz rozwazania dla r6znych
wartosci stezen substratow;

c) ze wzrostem stezen zwigzany jest wzrost szybkosci procesu (str. 60). Z tabeli 3.2
wynika, ze szybko$¢ procesu rosnie ze wzrostem stezenia Ni, lecz maleje

ze wzrostem stezenia H,PO;.

Watpliwosci budzi stwierdzenie, ze ,,ze wzrostem grubosci warstwy rezystywnej TWR
powinien by¢ bardziej dodatni (...)” - TWR probki objetoSciowej ze stopu Nii-JP.r zalezy
od zawartosci fosforu i podlega tzw. korelacji Mooij, tzn. maleje, gdy x roénie idlax> 0,18 wartos¢
TWR moze sta¢ sie ujemna [Carini i in., Phys. Rev. B (1983) 27, 7589], W podrozdziale 3.2.5,
w ktérym wyznaczono rezystywnosc¢ stopu Ni-P, brak odniesienia do literatury (z wyjatkiem pracy
Pruszowskiego), w ktérej mozna znalezé liczne estymatory tej wielkoSci, zaréwno
eksperymentalne np. Carini i in. [Phys. Rev. B (1983) 27, 7589], Cote [SolidState Commun. (1976)
18. 1311], jak iteoretyczne np. Stepanyuk i in. [phys. stat. sol. (b) (1990) 160, K1 17].



W podrozdziale 3.3 Autor prezentuje wyniki ,badan eksploatacyjnych rezystorow”,
w ktorych brat udziat. Podobnie jak poprzednio majg one charakter raportu z badan a nie bardziej
og6lnych rozwazan. Sg one prowadzone w oparciu o normy, a ich celem jest okresSlenie
przydatnosci wytwarzanych elementow do roznego typu zastosowan, a nie ich badania.
Z nieznanych powoddéw w podrozdziale tym zawarto wyniki dotyczace opisanych wczesniej
(w podrozdziale 3.2.4) badan dotyczacych procesu stabilizacji rezystorow. By¢ moze dlatego,
ze nie potwierdzajg one wnioskéw sformutowanych w podrozdziale 3.2.4: z przedstawionych
w tab. 3.7 danych nie wynika, ze istnieje korelacja miedzy czasem stabilizacji a wartoscig TWR.
Nawet je$li powody takiego rozdzielenia informacji o procesach stabilizacji sg inne i uzasadnione,
komentarz Autora dotyczacy tej niezgodnosci poprawitby sp6jno$¢ i wiarygodno$¢ opracowania.

W rozdziale 3.4 przedstawione zostaty wyniki badan zjawiska termoelektrycznego
w rezystorach Ni-P. Niestety, sformutowana przez Autora teza o tym, ze ,,ze wzrostem grubosci
warstwy rosnie wielko$¢ wspotczynnika Seebecka” nie znajduje potwierdzenia w danych
zebranych w tab. 3.9.

W rozdziale 4. zawarto rozwazania dotyczace stopow Ni-P z réznymi domieszkami.
Ich celem jest zwigkszenie zakresu rezystancji powierzchniowej tego typu stopéw. Podobnie jak
w rozdziale 3., przedstawiony w rozdziale 4. materiat (i sposéb jego prezentacji) jest raportem
z badan prowadzonych przy wspo6tudziale Autora. Prowadzono je wedtug schematu stosowanego
w badaniach Ni-P, tj. okreslenie optymalnej kwasowosci roztworu technologicznego, okre$lenie
optymalnej temperatury stabilizacji, badania eksploatacyjne rezystor6w. Etapy te poprzedzone
zostaty badaniem, w ktorym okre$lano optymalng zawarto$¢ domieszki. Szczegbétowe badania
wptywu dodatku miedzi, wolframu i kobaltu poprzedzono interesujagcym rozdziatem o charakterze
monograficznym, w  ktorym opisano problematyke domieszkowania stopu  Ni-P
ww. pierwiastkami. Podobnie jak badania stopu Ni-P, warto$¢ badarn opisanych w rozdziale
4. polega na ilosciowym okreslaniu zwigzkow miedzy parametrami procesu technologicznego
a parametrami wytworzonego rezystora. Interesujgce sg takze informacje (wykresy) poréwnujgce
wiasciwosci elektryczne stopéw domieszkowanych ze stopem niedomieszkowanym oraz opisana
w podrozdziale 4.4 koncepcja warstwy hybrydowej Ni-Cr + Ni-P. Podobnie jak w rozdziale
3. popetniono biad w okreslaniu optymalnej warto$ci kwasowosci roztworu technologicznego dla
wytworzenia warstwy Ni-Co-P, przyjmujac za optymalng warto$¢ pH, dla ktérej TWR osigga

najmniejsza, ale ujemng warto$¢, a nie warto$¢ najblizszg zeru. Pomyiki tej udato sie uniknagé



w warstwach Ni-W-P oraz Ni-Cr-P, gdyz dla tych warstw TWR jest zawsze dodatni, a wartos¢
najmniejsza jest réwnocze$nie najblizsza wartosci 0. Zapewne informacje przedstawione
w rozdziale 4. okazg sie przydatne w przypadku ewentualnego zastosowania tego typu warstw,
jednak ich szersze znaczenie jest mniejsze, o czym Swiadczy takze fakt, ze zostaty one opisane
wytgcznie w czasopismach krajowych lub w materiatach konferencyjnych. Brak tez informacji
o0 ich praktycznym wykorzystaniu. Ich znaczenie dla toczacego sie postepowania pomniejsza
dodatkowo fakt, ze Habilitant jest jednym z wielu autoréw tych prac.

W rozdziale 5. Autor przedstawia model matematyczny procesu wytwarzania rezystorow Ni-
P. Model utworzono na podstawie serii pomiar6éw, ktére przeprowadzono w weztach
dwuwymiarowej przestrzeni parametrow wejsciowych, ktérymi sa temperatura T i kwasowos$¢ pH
kapieli metalizacyjnej. Na podstawie tych pomiarow zaproponowano zalezno$ci funkcyjne,/(T,
pH), ktérych warto$ci okreslajg: predko$¢ metalizacji, TWR oraz R/n warstwy. Nie podano przy
tym sposobu, w jaki okre$lane sg wartosci tych funkcji w punktach, dla ktérych nie prowadzono
pomiaréw. Autor stwierdza jedynie, ze ,w tym celu wykonano korelacje wszystkich zaleznosci
[(7) oraz/ (pH)” (ktore otrzymano przy ustalonej wartosci drugiego parametru jako aproksymacija
danych doswiadczalnych funkcjg potegowg 4-go rzedu). Nie rozumiem, na czym polegata
ta ,korelacja”. Sama koncepcja modelu matematycznego ma mate znaczenie poznawcze.
Ignorowane sg zalezno$ci/ przestanki fizyczne, a zalezno$ci opisywane sg wzorami/ zaleznosciami
matematycznymi. Moze on jednak mie¢ znaczenie praktyczne i by¢ uzyteczny dla technologéw
procesow, ktdre opisuje. W opisywanym przypadku nawet to znaczenie jest pomniejszone, gdyz
opracowany model opisuje szczegélny przypadek, w ktérym ustalony zostat,jeden rodzaj kapieli
chemicznej”.

W rozdziale 7. przedstawione zostato zastosowanie warstw Ni-P jako elektrod ogniw
fotowoltaicznych. Autor skoncentrowat sie na wiasnych pracach, ktére opisano w dwdch
artykutach opublikowanych w czasopiSmie Microelectronics International. Prezentujg one
odpowiedni (w chwili, gdy sie ukazaty) stan technologii, jakg dysponuje Autor i umiejetnosc jej
wykorzystania w technologii ogniw stonecznych. Wymaga to innego podejscia niz w technologii
rezystoréw Ni-P, poniewaz na warstwy kontaktowe natozone sg inne wymagania. Przeprowadzone
prace wykazaty, ze technologia ta stanowi powazng alternatywe dla stosowanych obecnie
sposoboéw wytwarzania elektrod w strukturze ogniwa fotowoltaicznego. Do mankamentow

zaprezentowanego w rozdziale 7. opracowania nalezg: (i) brak opisu jednego z wykreséw na rys.



6.16 - 6.19; (ii) kontrowersyjne ttumaczenie skrotu oznaczajgcego charakterystyke pragdowo-

napieciowg (I-V) jako C-V; (iii) brak jednostki czasu we wzorach (6.1), (6.2).

Podsumowanie:

Habilitant, dr inz. Piotr Kowalik, jako swe osiggniecie naukowe w postepowaniu
habilitacyjnym wskazuje monografie pt. ,Zastosowanie warstw opartych na stopie Ni-P
w technologii rezystorow warstwowych i fotowoltaice”, ktérej jest samodzielnym Autorem.
Tematyka ww. monografii nie lezy w gtdwnym nurcie rozwoju wspotczesnych technologii
elektronicznych. W znacznym zakresie dzieto to nie ma charakteru monograficznego, lecz
prezentuje i podsumowuje wyniki wcze$niejszych wspotautorskich prac dr. Kowalika. Prace
te w wiekszosci ukazaty sie w czasopismach krajowych lub w materiatach konferencyjnych. Maja
one ograniczony zasieg i sg rzadko cytowane. taczny wspotczynnik wptywu czasopism, w ktorych
ukazaty sie prace Habilitanta, wynosi zaledwie 4,437, a tgczna liczba cytowan (bez autocytowan)
wynosi 2. Te stabe bibliometrycznie wskazniki obniza fakt, ze zostaty one osiggniete w zespole,
w ktorym Habilitant jest jednym z kilku autoréow. W znacznej cze$ci uzyskane wyniki majg
charakter iloSciowego okreSlenia zwigzkéw pomiedzy parametrami procesu technologicznego
a wihasciwosciami wytworzonych rezystorow. Moze to mie¢ znaczenie praktyczne, lecz ich warto$¢
poznawcza jest niewielka, co zapewne jest przyczyng tego, ze nie byly one publikowane
w czasopismach o wysokiej randze i zasiegu. Niskiej oceny dorobku nie zmienia przedstawione do
oceny dzieto monograficzne, ktore jedynie we fragmentach mozna uzna¢ za tworcze i oryginalne
przedstawienie zagadnienia 0 wystarczajagcym charakterze og6lnosci. Przedstawiona na
poprzednich stronach recenzja wskazuje ponadto na liczne bledy, pomyiki i niescistosci oraz
poziom jezykowy/ stylistyczny - nieodpowiedni dla monografii bedacej podstawg ubiegania sie
o stopien doktora habilitowanego. W mojej opinii przedstawione do oceny osiggniecie naukowe
nie odpowiada wymaganiom okre$lonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -

Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.

4. Opinia na temat aktywnosci naukowej realizowanej w wiecej nizjednej instytucji naukowej

Jak wczesniej wspomniatem, dokumentacja wniosku nie zostata przygotowana zgodnie
z zaleceniami RDN, zatem jest mozliwe, ze pewne elementy aktywnos$ci naukowej Aplikujacego
nie zostaty w niej uwzglednione lub zostaty btednie zakwalifikowane, m.in. brak jest rozrdznienia

dorobku w okresie przed i po doktoracie.



Dr inz. Piotr Kowalik jest autorem 1 monografii, wspétautorem 9 publikacji naukowych
w czasopismach lub materiatach z konferencji indeksowanych w bazie Journal Citation Reports
(Microelectronics International, Przeglad Elektrotechniczny, konferencja EMPC 2017) oraz
16 artykutdbw w czasopismach lub w materiatach z konferencji spoza bazy JCR. Wszystkie
publikacje (poza monografig) sg pracami wspotautorskimi. Z oswiadczen wspétautoréw oraz
Habilitanta, dotyczacych procentowego i merytorycznego wkiadu autorskiego w poszczeg6ine
publikacje, wynika, ze udziat dr. inz. P. Kowalika byt w nich znaczny. Prace te ukazaly sie jednak
w czasopismach o niewielkim oddziatywaniu. Sumaryczny Impact Factor tych publikacji wynosi
zaledwie 4,437. W efekcie prace te sg nisko cytowane. Wedtug bazy Web of Science publikacje
Habilitanta byly cytowane tgcznie 20 razy, w tym 2 razy bez autocytowan. Indeks Hirscha
publikacji dr. inz. Piotra Kowalika wynosi jedynie 2. Nalezy doda¢, ze dr Kowalik byt recenzentem
5 artykutdéw zgtoszonych do publikacji w czasopiSmie Microelectronics International.

Habilitant jest wspo6tautorem 30 referatdw/ prezentacji na konferencjach krajowych
i miedzynarodowych. Niestety, nie wiadomo, jaka cze$¢ tych prac byta przez Niego prezentowana
osobiscie. W zatgczonej dokumentacji, w punkcie ,,aktywny udziat w konferencjach naukowych”,
nie wymieniono zadnej z nich. W tym waznym obszarze dziatalno$ci naukowca brak jest referatow
plenarnych/ zaproszonych, ktére byly przez Niego wygtoszone i Swiadczytyby o Jego uznanej
pozycji w srodowisku naukowym. Dr Kowalik nie jest cztonkiem komitetu redakcyjnego lub rady
naukowej zadnego czasopisma.

Habilitant realizowat 2 projekty badawcze, finansowane ze Srodkéw Narodowego Centrum
Nauki (NCN), jako gtéwny wykonawca oraz wykonawca. Co wazne - prace te byty prowadzone
we wspotpracy z innymi osrodkami badawczymi, w szczeg6lnosci z ITE w Krakowie. Dr Kowalik
nie uczestniczyt w konsorcjach i sieciach badawczych, w programach europejskich oraz innych
programach miedzynarodowych i krajowych.

Aplikujacy posiada pewne osiggniecia w zakresie prac technologicznych, ktérych
uwienczeniem jest wspotautorski patent krajowy. Niestety, brak jest informacji, czy zostat
on kiedykolwiek wdrozony lub osiagnieto przychody z tytutu jego ochrony. Brak takze autorskich
ekspertyz oraz wspoétpracy z otoczeniem spoteczno-gospodarczym, ktére mogtyby potwierdzié¢
uzyteczno$¢ prowadzonych przez Niego badan.

Najlepiej wypada ocena organizacji nauki. Dr Kowalik byt wielokrotnie aktywnym

cztonkiem komitetu organizacyjnego konferencji IMPAS Poland Chapter a takze sekretarzem
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i organizatorem sesji plakatowych na tych konferencjach. Jest takze cztonkiem tej organizacji oraz
cztonkiem PTETIS. Az 6 z 8 otrzymanych przez Niego Nagroéd Rektora Politechniki Slaskiej
w Gliwicach to nagrody za osiggniecia organizacyjne. Za bardzo dobry nalezy uzna¢ dorobek
dr. inz. Piotra Kowalika w zakresie dydaktyki i popularyzacji wiedzy, co wigze sie z Jego
zatrudnieniem na Uczelni. Habilitant organizowat i prowadzit zajecia dydaktyczne dla studentow
Wydziatu Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Slaskiej. Byt promotorem 11 prac
inzynierskich i 19 prac magisterskich. Dziatalno$¢ popularyzatorska to m.in. prowadzenie
warsztatow dla uczniéw szkét srednich w Zabrzu, Cieszynie, Pszczynie, Jasle iJastrzebiu-Zdroju,
a takze Festiwalu Nauki w Zorach.

Podsumowujac, uwazam, ze Habilitant wykazat sie pewng aktywnoscig naukowg w zakresie
publikowania oraz innych form upowszechniania wynikéw badan, przy czym byta ona realizowana
w Kilku instytucjach naukowych. Jednak warto$¢ merytoryczna Jego prac jest niewielka. Wskazuja
na to dane naukometryczne, brak samodzielnych projektéw badawczych, czy referatow
zaproszonych na tematycznych konferencjach oraz merytoryczna ocena monografii, ktdrg
przedstawit jako swe osiggniecie naukowe. Z tego powodu nie mozna uznaé, ze aktywnos¢
naukowa dr. Kowalika jest istotna i stanowi znaczny wktad w rozwoj uprawianej przez Niego

dyscypliny naukowej.

5. Konkluzja koficowa

Uwazam, ze przedstawione do oceny osiggniecie naukowe dr. inz. Piotra Kowalika w postaci
monografii pt. ,,Zastosowanie warstw opartych na stopie Ni-P w technologii rezystorow
warstwowych i fotowoltaice” nie stanowi znacznego wkiadu w rozwéj dyscypliny automatyka,
elektronika i elektrotechnika, a Jego aktywnos$ci naukowej, chociaz realizowanej w wiecej niz
jednej instytucji naukowej, nie mozna uzna¢ za istotng. Wymagania okreslone w art. 219 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym inauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z pozn.
zm.) nie sg zatem spetnione, dlatego nie popieram wniosku w sprawie nadania dr. inz. Piotrowi
Kowalikowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-

technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.



